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1. Общие положения

1.1. Цели дисциплины

освоение  студентами  комплекса  теоретических  и  практических  знаний  в  области1.
перспективных технологических процессов,  которые позволяют увеличить степень интеграции
схем,  и  позволяют  создавать  сверхбольшие  интегральные  схемы  для  кремниевой
наноэлектроники.

1.2. Задачи дисциплины

формирование знаний в области нанотехнологий кремниевой наноэлектроники.1.
изучение  базовых  технологических  процессов  производства  СБИС  для  кремниевой2.

наноэлектроники.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок дисциплин: Б1. Дисциплины (модули).
Часть блока дисциплин: Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Модуль дисциплин: Модуль направленности (профиля) (major).
Индекс дисциплины: Б1.В.02.18.
Реализуется  с  применением  электронного  обучения,  дистанционных  образовательных

технологий.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
индикаторами достижения компетенций

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих  компетенций  в
соответствии с ФГОС ВО и основной образовательной программой (таблица 3.1):

Таблица 3.1 – Компетенции и индикаторы их достижения
Компетенция Индикаторы достижения компетенции

Универсальные компетенции
- -

Общепрофессиональные компетенции
- -

Профессиональные компетенции
ПКР-7. Способен
выполнять работы по
технологической
подготовке
производства
материалов и изделий
электронной техники

ПКР-7.1. Знает технологические основы производства материалов и
изделий электронной техники

ПКР-7.2. Умеет выполнять отдельные технологические операции по
производству материалов и изделий электронной техники

ПКР-7.3. Владеет навыками построения технологических маршрутов
изготовления материалов и изделий электронной техники

ПКР-8. Способен
организовывать
метрологического
обеспечение
производства
материалов и изделий
электронной техники

ПКР-8.1. Знает основные стандарты по метрологическому обеспечению
изделий электронной техники

ПКР-8.2. Умеет проводить измерения в соответствии со стандартами

ПКР-8.3. Владеет навыками работы на стандартном измерительном
оборудовании



3

ПКС-2. Способен к
применению
современных
технологических
процессов и
технологического
оборудования на
этапах разработки и
производства изделий
микроэлектроники и
твердотельной
электроники

ПКС-2.1. Знает основное технологическое оборудование для
производства изделий электронной техники

ПКС-2.2. Умеет обосновывать выбор технологического процесса и
оборудования для его реализации

ПКС-2.3. Владеет навыками практической работы на технологическом
оборудовании

4. Названия разделов (тем) дисциплины

Названия разделов (тем) дисциплины
7 семестр

1 Тенденция развития современной кремниевой технологии микро- и наноэлектроники
2 Субмикронная фотолитография
3 Пучковые методы литографии
4 Ионное легирование полупроводников
5 Ионное и плазмохимическое травление микро- и наноструктур
6 Осаждение металлов и диэлектриков. Планаризация рельефа
7 Технологические маршруты изготовления кремниевых ИС


